3.2 - MOSFET: Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor

Tipo CRESCIMENTO — Estrutura Fisica

Simbologia

Dioxido de Silicio
i0,)

4

NMOS (canal n)

e

PMOS (canal p)

Substrato tipo-p

FFF A oxido




Operacéao — efeito de vg

“}—$

n* canal n n*

V; (tensao de limiar): valor de Vg que forma um canal minimo

p/ NMOS: V, > 0
p/ PMOS: V, < 0

Operacéao — efeito de vg

» Com o aumento de v, , i, aumenta e o canal comega a estreitar-
se proximo ao DRENO

»Qdo. v, =vg—V, = canalestrangula = i, constante = SATURAGAO




Caracteristica iy,-v

Regiao %/ Vgs =V, +5
2MA T TRIODO
| Vps<vgs-VA

Regido de
SATURACAO ("psZ Vs -Ve)

Ves =V, +4

Vgs =V, +2

Regido de
CORTE (6s=V)

Na regido Triodo:

i = K2(ves =, Jps =i

ip = K|[2\vgs =V, Vps = Vs o o
L, : mobilidade do é-livre
C,, : capacitancia do 6xido

onde: 1 W
K=-pnC T [%2] W : largura do canal

2 oxX
L : comprimento do canal

Para pequenos valores de v, : i, #2K (vgg—V,).vpg

Assim:

_ Vbs

e ip  2K(vgs V)




Regido de SATURAGCAO (v,4>vys—V,)

No limite entre a regido Triodo e Saturagédo: v, =vg-V,

Logo, na Regido Saturagao tem-se:

i, =K(vg—V,) | (Equagdo Caracteristica)

VIt Vs V: VGs
(NMOS) (PMOS)

Curva caracteristica de transferencia i,-v

3.3 - MOSFET DEPLEGAO

Estrutura Fisica =>canal fisicamente implantado entre DRENO e FONTE

Porta (G)

Fonte (S) Dreno (D)

Substrato tipo-p

Simbologia
D D D D
G .:‘i Go—l ® 6] Go—l ®
°S S S S
NMOS (canal n) PMOS (canal p)




Operacéo

Praticamente idéntica ao MOSFET tipo crescimento, com a
diferenga de que v, pode assumir valores positivos e negativos

p/ NMOS:

vgs > 0 = canal cresce = MODO CRESCIMENTO

vgs <0 = canal diminui = MODO DEPLEGCAO
(até vgg =V, = canal minimo) (V,<0)

p/ PMOS:

vgs <0 = canal cresce = MODO CRESCIMENTO

ves >0 = canal diminui = MODO DEPLEGAO
(até vy =V, = canal minimo)

(Vi>0)

Caracteristica ij,-v,¢ (p/ NMOS)

Regiido %/ Vgs = +2V
2MA T TRIODO
L Vps S ves -V
Regido de

SATURACAO ("psZ Vs~V

Iygs Vos =0
1mA
Vgs = -1V
Ves = -2V
L L L L
4 \6\‘ 8 10 Vps
Regido de

CORTE (as<V)

>M0d0
CRESCIMENTO
(VGS> 0)

Modo
DEPLECAO
(V,<vg<0)




Caracteristica i,-v;; na Regido de Saturacéao

. 2
ip=K (vGS -V )
ip ip
(AMOS) (PMOS)
IDSS IDSS
1 T
V, VGs V, Vas
: t - t '
Modo Deplegdo ~ Modo Crescimento Modo Crescimento  Modo Deplegdo




